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Vorwort

l\ilit denl Ihnen voriiegenden BaFsal,z wird einem
großen Kreis von Aniateurelektronikern die Möglichkeit
gegellen, Baugruppen der Elelitronik u[komplizielt
nachzubaüen. Die zum Aufbau cles gesamten .Bausteines
Itenötigten Bauelemente, einschließlich Leiterplatte,
sind im Beutel enthalten.

Der Voi.teii eines solchen Elektro[ikbausatzes liegt
in einem preisgünstigen und rationellen Nachbau des
Baustei!-res. Damit ist ebenfalls gesichert, daß auch
Laien auI dem Gebiet der Transistorschaltungs_
technik den im Schaltungsheft beschriebenen Baustein
aulbauen könoen.

Die Elektronihbausätze sind so koozipiert,  claß sich
ein universelles AnweilduDgsgebiet ergibt.

Der Nachbau der Schaltung ermöglicht es; das
Grund\ r issen durch praktische Versuche zu ergänzen.

Die im Schaltungsheft angegebeDen Anwendungs-
beispiele sol len thnen Anregung zu einigen Versuchen' gelren.

Wir wünsche[ Ihnen viel Freude und Elfolg beim
AuIbau des Bausteines I



Direktgekoppelter NF-Vorverstärker mit
Siliziumtransistoren

r..



.!1

a

(n

3

i n

n

.o

a
, l

7U

" "*Ü* .Uü.
vi"
t -a



+ua

ß

Bild 3: Leiterseite des NF-Bausteines

Anwendungsbeispiele
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Bild 4: Telefonmithörveßtärker
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Stereokopf hörerverstärker
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Schaltungsbeschreibun g

Die von Mihrofonen, Kristal l tonabnehmern oder
anderen NF-Generatoren abgegebene Spannung ist
m@is  zu  \ chw i r . t ,  um z .  B .  Le iq tungsvp l - l i l r l , . l
alrzusteuerf i  oder uln über ein ]aingeres Kabel i iber-
t lagen zu \velden. Deshalb sind oJlt  Vorverstair l icf
11ötig, die möglichst \1,enig Raum beanspruchen sol len.

Bi ld l :  zeigt cl ie Schaltung eires cl irei<tgekoppelten
Velst: ir l ier 's mit 3 Si-Miniplast-Tlansisloren.
Dic direl(te Kopplung ist bei Si l iz ium-
Tfansistoren wegen der geringen Reststr 'öme

, (IcEo, IBEo) und deren geringen Tempelatur-
i . l . h i i ng ie l : c i l  mög l i ch .

Sie briDgt eiDige Vortei le mit sich:
- Del Auflvand an Bauelcmeiten ;st gering,
- Der übeltragene Frequenzl)ereiclt  cles

Ve|stär ' l iers ist breit .

Der Verst: irker hat eine untere Gr-onzflequel)z
(1u) kleiüer 20 IIz. Die obere Gl.eDzlrequenz ff")
l iegt bei 100 l<FIz.

Da I ieinerlei Trafos oder sonstige Inclukt ivi t i i ten
_ ver$'enclet werden, treten auch l<eit'lc

Resonanztiberhöhungen auf, cl .  l t . .  der Vel laLlf
der Verstärl(ung ist in weiten Gt,enzen l jneal.
D t ' | ch  das  L  nsF l z^o  e in . t . 5 l ) änn rDg .Bc - ten -
kopt) lung. real isiert mit dem Widerstan.l  I t  r ,
u'erden cl ie Eigenschaften cles Verstäl l iei  s
weserl l l  ich yel 'bessert.

Die Spannungsgegenkopplung bervi l l i t  :
-  ^bsinken der nichtl inealen Verzerr.ungetl
- Erhöhung des Eiogangs\f iderstandes
- Absinken des Ausgangsrviderstandes



Weiterhin wirht diese GegenhopplLrng
slabi l isierend gegeüüber Betr iebsspannungs-
schwankungen.
Der hohe Wert des R6 (Gegenkopplung)
1äßt zuerst eine wenig wilhungsvol le
Gegenkopplung 1'eri:riuten, in Anbetracht de1
hohen Spannungsvelst: ir l<ung (gf ößer 1000fach)
elgibt sich aber dennoch ein hoher Gegenkopp-
lungsgrad.
Die ArbeitspunLte der Transistolen stel len
sich automatisch eiD, sind aber voir der Stfom-
velstiirkung der Trrl-rsistoren abhängig.
Zu l leachten lst noch, €lal3 die Transistoren bei
einer niedrj  gen Kollektor-Emitter-Spaf nung
{UcF \  a |be i l en ,  denn  d ie  UcE  i s l  j ewe i l s  g l e i ch
cler Basis-Emitter-Spannung (UBE) des
!olgeDden Transistors.

Die ElehtrolyUrondensatoren Cl, Cr am Eii lgang
uncl Ausgang treirDen alerr Verstärlier gleich-
s l r o rnmäß ig  von  de l  umgebende l r  S .hä l t u r1g .
Der' Einstelhegler Rr liegt parallel zum Eingang
und dient zur Eingangsspannungsbegrenzung.
nr wircl nur bei Bedarf eingelätet.

Technische Daten

Betriebsspannung
Stromaufnahme
max. Eingangsspa[nung
Verstär'irung
Frequenzgang
Abmalle

9 V
4,? mA

1 D1V
1000

20 Hz-100 kHz
5 0 m n x 4 0 m m x 2 0 m m

Die im Bild 4 gezeigte Schaltungskonzeption ermöglicht
es, Telefongespräche, ohne Eingri l I  i l ' I  den Te]efon-
apDarat, mitzuhören.



Die Fangspule Lt mull  zu diesem Zweck an das
Gebüuse cles Telefonapparates gelegt werden. Dulch
Verschieben cler Fangspule läßt sich ejn Lautstärl(€-
nlaximurn einstel len.

r r  I  Au rg . rng  r l c s  Ve fs l r r l ( e r ' s  w r |de  im  Ve rs t r c l r s -
aufbau cin Koplhöre[ angeschlossei l .

Die Spule Ll Jlesteht aus einem Fe[i tstab, DurchmesseI
Z 10 mrn, Länge L B0 mm, aul dem 1000 Windungen,
I i r r 0 [ (  r l ac l i d r ' r h  ,  D r r r ( l _n resse I  O  0 .1  i nm ge ! r i c l ( oL l
\,/eIclell,

. \ uJ  C rL  r , l  dd I  Hu l c , r  Lbe r l l agJnB ' '  rEb l l s c l . , 1 l l  d . s
NF-Verstär 'kers bielet sich der Einsatz dieses B4u-
steines in Stereoanlrgei l  an.

U : l L l  ;  . 1e  31  (1 :e  Zu \ i n r rne  r \ L l l u l l u l l p ,  von  z , ve i  N I_ -
Bausteinen fr. i r  clen Slereol iopthöt elbetr ieb.
An dcn Eingärrgen Er, E" \ \ ' i rd das AusgangssignaL
des Stereoernpl i ingers gelegt. Als Anschlüßbuchse
eignct sich dazu cl ie DiocleDbuchse TB.

Die ger' ingen geometl ischen ̂ bmaße und die geringe
StfomalrfDahme gestatten es, den Verstärkerbaustein
cl ircl i t  in die E1e](trogitarre einzubiruen.

Die BeLricbsspannung des \/erstäl i iers l ienn dunri
LlDmittelbar aus einer Batterie, cl ie ebenfal ls eingebaut
ist.  entnommcn werden. Eine zweite N{ögl ichkeit \ \ 'äre,
cLic Betr iebsspannung über das Anschlußkabel der
Gitarrc anzLrlegen. Als Spannungsqucl le könnte ein i l1l
Kraf tverstärker bei indl iches Netztei l  benutzt tvelden.
Der Lautst: irkeregler cles NF-Bausteines lvird ebenfal ls
durch cin Polentioneter mit Bedienknopf ersetzt.
Um Brummeil-Istrcuungen zu vermeiden, müssel die
VerbitT duirgshabel zwischen TonRbnehmer_ uDcl Eingang
r l cs  \F -BJu \ t c j ncs  i , us  ab lesc . j i .m l . n  LF i l ungen
(Dioclenkai lei) bestehen.
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Farbcodes für Widerstände:

l. Iijng 2. Ring 3. Ring 4. Ring

silber
gold
schwarz
braun 1
rot z

gelb 4
grün 5
blau 6
viol€tt 7
grau I
weiß I
keine

- 10'?
- 10'r
0 100
I  101
2 102
3 103
4 10{
5 105
6 106
1 LD?
I 108
,9 10e

f l0 o/o

t C v/o

t iv.
! 2olo

-

*20 o/o
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Stücklilte

Rl Schichtdrehwiderstand
2,5 kohm

R2 Schichtwiderstand
B00 Ohm - 1,2 kohm

R3 Schichtwiilerstand
3?,6 kohm - 56,4 kohm

Ra Schichtwiderstand
37,6 kohm - 56,4 kohm

R5 Schichtwiderstand
1,2 kohm - 1,8 kohm

R6 Schichtwiderstand
1,2 MOhm - 1,8 MOhm

Rr
Etektrolytkondensator 10 pF - 50 pFl25 V
1 kohm

AnschtuBschcma der Tt onsisloren

h, Tz, Tt '  HhiPlasttrons;storcn
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E8c

v€b halblsitar.w€rk frankturts /odsF
babri€b irrr veb kornbinat rnika.o€lol<Er.onik


